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Рассмотрены модельные представления о механизме электропроводности, 
даны основы зонной теории полупроводников и теории колебаний решетки, 
изложена статистика электронов и дырок, рассмотрены механизмы рассеяния 
носителей заряда, генерация и рекомбинация носителей заряда, диффузия и дрейф 
неравновесных носителей заряда, изложены контактные и поверхностные явления 
в полупроводниках, их оптические и фотоэлектрические свойства. Второе издание 
учебника вышло в 1976 г. Третье издание отличается некоторыми изменениями 
главным образом методического характера. 

Учебник может быть полезен инженерно-техническим работникам. 
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заряда 107 
Равновесное состояние 138 
Равновесные носители заряда 9, 199 
Радиолюминесценция 336 
Разогрев электронно-дырочного газа 

186 
Рассеяние диффузное 292 
— междолинное 190 
— на акустических фононах 151 
— — атомах примеси 147 
— — дислокациях 147 
— — ионах примеси 143 
— — оптических фононах 153 
— — тепловых колебаниях решетки 

48 
— типы 132 
— угол 144 

Рекомбинация безызлучательная 206 
— донорно-акцепторных пар 344 
— излучательная 206 
— межзонная 211 
— Оже 206 
— поверхностная 297 
— при переходе зона—примесь 342 
— ударная 211 
— фононная 206 
— фотонная 206 
— через ловушки 213  
Релаксация люминесценции 345 
— фотопроводимости 362 

С 
Скорость генерации 225 
— групповая 270 
— звуковая 270 
— поверхностной рекомбинации 297 
— рекомбинации 225 
— фазовая 270 
— фононная 270 
— фотонная 306 
Слой объемного заряда p-n перехода 

263 
Собственная концентрация 110 
Соотношение Эйнштейна 228 
Соударения неупругие 141 
— упругие 141 
Спектр излучения 337 
— отражения 302 
— поглощения 303 
Спонтанное излучение 347 
Статистика Бозе—Эйнштейна 83 
— Больцмана 98 * — 
— Ферми—Дирака 96 
— фононов 82 
Степень вырождения 100 
Стимулированное излучение 349, 352 
Сферические поверхности равной 

энергии 55 
Т 

Температура вырождения 108 
— Дебая 87, 88, 89 
— насыщения 117 



— появления собственной 
проводимости 117  

Теория выпрямления тока 253 
— — — диодная 256 
— — — диффузионная 258  
Тепловое расширение 90 
— сопротивление 90 
Теплоемкость 84 
Теплопроводность 183 
Ток насыщения 255, 258, 269 
Толщина объемного заряда 252, 255 
Триболюминесценция 336 
Туннельный диод 277 
— эффект 257 

У 
Угол Холла 167 
Ударная ионизация 186, 194 
— рекомбинация 211  
Уровень Ферми 113, 248 
— — зависимость от температуры 

113  
Уровни глубокие 69 
— Ландау 321 
— Тамма 282 
Условие цикличности Борна—

Кармана 35 
Ф 

Фононы 82 
— акустические 84 
— оптические 84  
Фотолюминесценция 336  
Фотопроводимость 360  
Фотоэлектромагнитный эффект 368  
Фотоэффект 371 
— внешний 375 
— внутренний 357  
Функция Блоха 29 
— Больцмана 98 
— Ферми—Дирака 96 

X 
Хвосты зон 126  
Хемилюминесценция 336  
Холл-фактор 170 

Ц 

Циклотронная частота 58  
Циклотронный резонанс 57 

Ч 
Число состояний 35 

Ш 
Ширина запрещенной зоны 16, 112, 

306 
— — — зависимость от давления 317 
— — — — — температуры 316  
ЭДС Дембера 367 
— термоэлектродвижущая 177  
Экситонное излучение 340 
— поглощение 323  
Экситонные комплексы 326  
Экситоны 323 
— непрямые 326 
— прямые 326 
— свободные 325 
— связанные 326  
Эксклюзия носителей заряда 236  
Экстракция носителей заряда 236  
Электролюминесценция 336 
Электропроводность примесного 

полупроводника 18 
— собственного полупроводника 12 
Электростатическая ионизация 186, 

197 
Элементы тензора 52 
Эллипсоидальные поверхности 

равной энергии 54, 93 
Энергетическая структура p-n 

перехода 261 
— щель 16 
Энергия активации 106, 111 
— гармонического осциллятора 76 
— ионизации примеси 67 
— связи экситона 324 
— Ферми 96 
— фонона 83 
— электронного сродства 244  
Эффект Ганна 186, 190 
— Дембера 370 
Эффект Зеебека 177 
— магнетопоглощения 322 



— магниторезистивный 172 
— Пельтье 177 
— поля 290 
— Томсона 177 
— фононного увлечения 180 
— фотоэлектромагнитный 368 
— Франца—Келдыша 318 
— Холла 164, 167  
Эффективная масса 51 

— — дырки 62 
— — — легкой 63 
— — — тяжелой 63 
— — плотности состояний 101, Г02 
— — поперечная 61 
— — продольная 61  
Эффективное сечение захвата 217 
— — проводимости 145 
— — рассеяния 131 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































